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1. Grundlage des Berichts 

1- Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprQnglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-32 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 " 32 eingegangen am 1 1 .06.2004 mit Schreiben vom 1 1 .06.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/16-16/16 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser einqereicht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. ~ 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: w 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Kegel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ "die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen voriaufigen Prufunq einqereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

D ~' R« Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunqlich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Rege! 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 h/nzuweisen; sie sind diesem Bericht 
betzufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 10-11,13-15,17,23-25,28 

^ , . . Nein: Anspruche 1-9,12,16,18-22,26-27,29-32 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

J . Nein: Anspruche 10-11, 13-15, 17, 23-25, 28 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-32 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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ZU PUNKT I 

1 . Die Anderungen erfullen das Erfordernis von Art. 34 (2)(b) PCT aus folgenden 
Grunden: 

Anspruch 1. Urspriingliche Anspruche 1-2. 
Anspruch 19. Urspriinglicher Anspruch 18, S. 30, Figs. 11, 13-14. 
ZU PUNKT V 

1 . Die vorliegende Anmeldung betrifft die Bestimmung von Eigenschaften von 

Halbleiterbauelementen durch optische Interferenz, wobei ein Referenzstrahl und 
ein Probenstrahl miteinander kombiniert werden und ein zweidimensionales Bild 
erzeugt wird - zumindest zwei Bilder des Elements werden unter unterschiedlichen 
Belastungszustanden zeitlich hintereinander aufgenommen und verglichen. 

Auf die folgenden Dokumente wird Bezug genommen: 

Disintegrated circuit tester using interferometric imaging"; Proceedings of the 
UGIM Symposium, Microelectronics Education for the Future. Twelfth Biennial 
University/Govemment/lndustry Microelectronics Symposium (Cat. 
No.97CH36030), page 107; Rochester, NY, USA, 20-23 July 1997; Donaldson W 
R. 

D2=" Femtosecond interferometry for analysis of internal bond interface 
delamination in semiconductor devices"; 

Technical Digest Summaries of papers presented at the Conference on Lasers 
and Electro-Optics Conference Edition. 1998 Technical Digest Series, Vol.6, San 
Francisco, CA, USA, 3-8 May 1998; Cartwright A N; S. 356-357. 

D3=DE1 00471 36; D5=DE1 9840725; 

D8="A practical die stress model and its applications in flip-chip packages"; 
2000-05-23; Yifan Guo; Vol 1 ; pages 393-399. 
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2. KLARHEIT UND AUSLEGUNG DER ANSPROCHE 
Anspruch 1. 

Aus dem vorliegenden Wortlaut des Anspruchs 1 geht nicht War hervor, daB der 
Verfahrensschritt, wobei die Brechungsindexanderungen durch unterschiedlichen 
Belastungszustande hervorgerufen sind, tatsachlich vorhanden ist. In der 
vorliegenden Fassung scheint dieser Schritt im breitesten Sinne der Auslegung 
eher nur ein zu erzielendes Ergebnis. 

Anspriiche 1-33. 

- den Ausdruck "Belastung" ist im breitesten Sinne zu verstehen und umfaBt nicht 
nur mechanische sondern auch (bzw. eher) optische oder elektrische Belastungen 
alle Art. 

Anspriiche 20-33. Da diese Anspriiche sich auf Einrichtungen zum optischen 
Testen von Halbleiterbauelementen beziehen, stellt das Element selbst und daher 
auch seine Eigenschaften kein Toil der Einrichtung dar und sind daher wenn 
iiberhaupt fur den Anspruchsgegenstand nur geringfugig limitierend. 



3. NEUHEIT 

3.1 D2 (Fig. 1 ; S. 356, Sp. 2) offenbart ein Verfahren zum optischen Testen von 
Halbleiterbauelementen bestimmter Dicke, wobei ein Laserpuls mit einer Dauer 
von 100 Femtosekunden auf die Probe gerichtet wird. Da die sequentielle Pulse 
nicht miteinander bezuglich ihrer Phasen koordiniert sind, stellen sie eine 
Lichtquelle mit einer Koharenzlange von einer Pulsbreite dar - d.h. 100 x 10-15 x 3 
x 10 8 m (= 30 Mikron). Auf diesem Weg wird gemaB S. 356, Sp. 2, Z. 10-25 eine 
Auswahl EINES einzigen (von mehreren) Obergangsbereich mdglich (und zwar 
der, der die gleiche Laufstrecke zum Strahlteiler darstellt als die eingestellte 
Distanz vom Strahlteiler zum Referenzspiegel). Da die Proben in Form von 
mehrschichtigen Halbleiterstrukturen vorliegen (von denen zumindest mehrere 
ausgewahlt sein konnten mit einer Auflosung von 30 Mikron), ist bei diesem 
Verfahren die Bedingung erfullt, wobei die Koharenzlange des Probenstrahls 
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geringer ist als die optische Weglange 2 x Lx n (wobei L die Dicke und n der ., 
mittlere Brechungsindex des Materials des Halbleiterbauelements ist). Weiterhin 
geht eindeutig aus der Diskussion von Figs. 2(a), 2(b), 2(c) von D2 hervor, daB 
mehrere Interferenzbilder unter unterschiedlichen Belastungszustanden des 
Elements zeitlich hintereinander detektiert werden (namlich Figs. 2(a) und 2(b)), 
und daB ein Speicher (fur die Bilder von Figs. 2)(a), (b)) und eine Einrichtung zum 
automatischen Vergleich dieser Interferenz (die in Fig. 2(c) dargestelle Subtraktion 
von Figs. 2(a), (b)) vorgesehen sind. 

Das MeBprinzip von D2 entspricht genau das der vorliegenden Anmeldung - 
namlich daB, im wesentlichen nur der von einem bestimmten Ubergangsbereich 
(der Vorderseite des Elements) reflektierte Probestrahl mit dem Referenzstrahl 
koharent ist, so daB nur dieser Bereich (diese Seite) durch die resultierende 
Interferenzbildung gezielt abgetastet wird. Andere reflektierten Probenstrahlen, 
etwa von der Ruckseite, durch mehrfache Reflexionen in dem Bauelement, oder 
von anderen Bereichen werden bei der Interferenz als Hintergrundsignal nicht 
koharent uberlagert. 

Anspruch 1 erfullt daher nicht das Erfordemis der Neuheit (Art. 33.2 PCT) 
gegeniiber D2. 



3.2 Ware der Verfahrensschritt gemaB Anspruch 1 , wobei die 

Brechungsindexanderungen durch unterschiedliche Belastungszustande 
hervorgerufen sind, tatsachlich vorhanden, erfulle Anspruch 1 das Erfordernis der 
Neuheit gegeniiber D2. Einrichtungsanspruch 19 erfullt hingegen nicht das 
Erfordernis der Neuheit aufgrund des zusatzlichen Wortlauts 
"Brechungsindexanderungen innerhalb des Volumens des Halbleiterbauelements 
... externen Belastung", denn die Probe stellt kein Merkmal der Einrichtung dar. 
Anspruch 19 richtet sich auf eine Einrichtung zum Testen einer Probe - ob die 
erzeugten Bilder Brechungsindexanderungen innerhalb des Volumens des 
Halbleierbauelements darstellen (oder nicht), hangt von den Eigneschaften der 
Halbleiterbauelementprobe ab. Diese Eigenschaften stellen aber kein Teil der 
beanspruchten Einrichtung dar. Die Einrichtung gemaB D2 entspricht daher der 
des Anspruchs 19 und wurde beim Testen von Halbleiterbauelementenproben mit 
unter Belastungen veranderbaren Brechungsindizien dieser Effekt hervorrufen. 
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3.3 Die folgenden weitere AnsprOche: 

Anspruche 2-4, 6-8, 11,17-18, 20, 28-31 . D1 ; 

Anspruche 2-3, 7, 11, 17-20, 28-31. D2; 

Anspruche 2-8, 11, 15, 17-18, 20-21, 25-26, 28-29. D3; 

- insgesamt Anspruche 2-8, 11, 15, 17-21, 25-26, 28-31 erfiillen aus den oben 
angegebenen Grunden auch nicht das Erfordemis der Neuheit. 



4. ERFINDERISCHE TATIGKEIT 

4.1 Die weiteren Merkmale der folgenden Anspruche gehen, aus den angegebenen 
Grunden, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik hervor: 

Anspruch 10. Polieren der Ruckseite des Halbleiterbauelements. 
Selbstverstandlich erkennt der Fachmann aus D1 angesichts der 
Interferenzmessung, daB an der ruckseitigen Flache wo der Eingangsstrahl 
eintrifft, Streulicht moglichst zu vermeiden ist - am nachstliegenden durch Polieren 
dieser Flache. D8. 

Anspruche 11, 23; 13-14, 24-25. Aufspalten der Lichtstrahlen und Aufnahme des 
Lichts von einzelnen Detektoren; Polarisation- bzw. Wellenlangenaufspaltung. 
DaB ein Interferenzbild sowohl polarisations- als auch wellenlangeempfindlich ist 
allgemein bekannt - der Gewinn von zusatzlichen MeBinformation durch einen 
entsprechenden Aufwand mit Messungen bei unterschiedlichen Polarisations- 
bzw. bei unterschiedlichen Wellenlangen liegt auf der Hand. 

Anspruch 15. Referenz-Halbleiterbauelement. GemaB D1, Fig. 1 ist ein 
Silizium-Referenzspiegel abgebildet, der die gleiche Form wie der zu 
untersuchenden Silizium-Substrat aufweist - am wahrscheinlichsten sind diese 
Elemente, zwecks einer optimierten Interferenz, gleich. Siehe auch D8. 
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Anspruch 17, 28. Verkippen eines Referenzspiegels zur Optimierung des 
Interferenzbildes (Kontrast). D5 

Anspruche 10-11, 13-15, 17, 23-25, 28 erfullen daher nicht das Erfordernis der 
erfinderischen Tatigkeit (Art. 33. 3 PCT). 

4.2 Wenn das Merkmal wobei die Brechungsindexanderungen durch unterschiedliche 
Belastungszustande hervorgerufen sind, tatsachlich vorhanden ware, konnte dies 
eine erfinderische Tatigkeit des Verfahrensanspruchs 1 begrunden. 

Denn unter diese Vorbedingung ware D1 und nicht D2 als nachstliegenden Stand 
der Technik zu betrachen. D2 befaBt sich mit der Bestimmung von 
Grenzschichteigenschaften ohne Hinweis auf Brechungsindexanderungen 
innerhalb des Volumens. D1 hingegen richtet sich wie das Verfahren gemaB 
einem klargestellten Anspruch 1 auf solche Anderungen innerhalb des Volumens 
der Halbleiterprobe. 

Anspruch 1 ware dann neu gegenuber D1 als nachstliegender Stand der Technik 
angesichts des Merkmals: 

i) einer Bestimmung von Anderungen der Brechungsindex innerhalb des 
Volumens durch Vermeiden von Mehrfachreflexionen an der Vorder- bzw. 
Ruckseite des Halbleiterbauelements durch Auswahl eine Koharenzlange weniger 
als 2 x Lx n. 



Zu i): 

Dl selbst gibt keinen Hinweis darauf was fur eine Koharenzlange zu wahlen ware 
oder, daB man bei der Auswahl die Dicke der Halbleiterelementprobe 
berucksichtigen sollte, denn D1 erkennt nicht das Problem der 
Vielstrahl-lnterferenzen innerhalb des Halbleiterbauelements wenn die 
Koharenzlange bezuglich der Produkt der Dicke und Brechungsindex zu groB 
gewahlt wird. 
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Eine Entnahme diese Lehre aus D2 zur Kombination mit D1 ist nicht.naheliegend, 
denn das Verfahren gemaB D1 erfordert keine Lokalisierung von bestimmten 
Schichten durch die planare Probe (wie in D2) sondern fiihrt im Gegenteil eine 
Volumenmessung innerhalb der Probe uber die Probeebene aus. 
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patentansprtlche : 

1 verfabren zum optisoben Testen von Halbleiterbauelementen 
(12) bestimmter Dicke (D unter Verwendung eines optxschen In- 
terferenzsystems mit zumxndest einer l-xcbtguelle (1) zur Aus- 
sendung eines monocbromatiscben Lichtstrahls (2) mxt exner 
Welleniange (X) , ttr welche das Material des Halblexterbau- 
elements (12) zumxndest teilweise transparent xst, wobex der 
S^tranl (2) in einen Referenzstra*! (15) und einen Proben- 
strabl (16) aufgetrennt wird, der Prdbenstrahl (16) auf das 
HalSeiterLuelLent (12) gericbtet wxrd,_und *it Hilfeexnes 
Detektionssystems (41) die durcb Xnterferenz des ™ 
terbauelement (12) reflektierten Licbtstrabls (20) mxt dem 
reflektierten Ref erenzstrahl (25) erzeugten Bilder zur 
^fi^ensionalen Darstellung bes tinker intemer physikalx sober 
EUsobarten des.*albleiterbauelemenis (12) ^^J^' 
wObei der Probenstrabl (16) auf die Rucksexte (18) des zu tes 
tenden Halbleiterbauelements (12) gerichtet wird und an dessen 
Vorderseite (23) reflektiert wird, und zumxndest zwex 
renzbilder unter untersohiedlioben Belastungszustanden des Halb- 
leiterbauelements (12) zeitlioh nintereinander detektxert 
warden, dadurob gekennzeiobnet, dass die Ko ™^ u ^ re ^_ 
in den Probenstrabl (16) und den Refer enzstrabl. (15) auf getrenn 
ten Liohtstrabls (2) geringer ist als dieoptiscbe Weglange 
Tl-h des zu testenden Halbleiterbauelements (12). wobex L. dxe 
Dicke und n der mittlere Br eohungs index des Materials des Halb- 
leiterbauelements (12) ist. 

2. verfabren naob Anspruob 1, dadurob gekennzeiobnet dass der 
Durobmesser des Probenstrabls (16) an das zu untersuchende Areal 
des Halbleiterbauelements (12) adjustiert wird. 

3 Verfabren naoh Anspruoh 1 Oder 2. dadurob gekennzeiobnet, 
dass die detektierten Inter ferenzbilder gespeichert werden. 

4 verfabren naob einem der Anspruobe 1 bis 3, dadurob gekenn- 
zeicbnet, dass die untersohiedlioben Belastungszustande durch 
die Anregung des Halbleiterbauelements (12) mit zumxndest exner 
extemen Belastung hervorgeruf en werden, durch die bestxmmten 
Eigensobaften des Halbleiterbauelements (12) beeinflusst werden, 
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und dass zumindest ein Lichtstrahl (2, wahrend der Belastung 
ausgesandt und ein entsprechendes interf erenzbild detektxert 

wird. 

5 verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
exteme Belastung durch Hochspannungs- oder Hochstromimpulse 
hervorgeruf en wird. 

6 verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
exteme Belastung durch Lichtblitze hervorgeruf en wird. 

7 verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mehrere Lichtstrahlen (2) vor, wahrend und bzw. 
oder nach der Belastung ausgesandt und die entsprechenden In- 
terf er en zbilder detektiert werden. 

8. Verfahren nach einem der anspruche 4 bis 7. dadurch ^kenn- 
reichnet, dass die Belastung detektiert wird und sumindest ern 
Scntstrani ,2, eine vordefinierte Zeit <t.) nach der Betatron 
der Belastung ausgel6st wird. 

9 verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 6, dadurch gekenn- 
Z eichnet, dass ein Lichtstrahl (2) zumindest wahrend des be- 
lasteten Zustandes ausgesandt wird, und vor, wahrend und bzw. 
oder nach dem belasteten Zustand mehrere Xnterf erenzbxlder de- 
tektiert werden. 

10. verfahren nach einem der Ansprilche 4 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Ruckseite (18) des Halbleiterbauelements (12) 
vor dem optischen Testen poliert wird. 

11 verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die interf erierenden Dichtstrahlen aufgespaltet 
werden und die auf gespalteten Teilstrahlen von einzelnen Detek- 
tionssystemen (41) aufgenommen werden. 

12. verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , dass das 
Detektionssystem (41) -in Abhangigkeit der ausgesandten Lxcht- 
strahlen aktiviert wird. 



sum 
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13 Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die ausgesandten Lichtstrahlen (2) unterschiedliche Polari- 
sation, vorzugsweise orthogonale Polarisation, aufweisen. 

14. verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die ausgesandten Lichtstrahlen (2) unter- 
schiedliche Wellenlangen aufweisen. 

15. verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Ref erenzstrahl (15) an einem Ref erenz-Halb- 
leiterbauelement ref lektiert wird, wobei. das Ref erenz- 
Halbleiterbauelement mit dem zu testenden Halbleiterbauelement 
(12) identisch ist. 

16. verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Intensitat des Ref erenzstrahls (15) abge- 
schwacht wird. 

17. verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Lage des ref lektierten Ref erenzstrahls (25) 
beispielsweise durch Verkippen des Ref erenzspiegels zur 
Optimierung des Interf erenzbildes verandert wird. 

18. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Interf erenzbilder automatisch miteinander 
verglichen werden. 

19 . Einrichtung zum optischen Testen von Halbleiterbauelementen 
(12) bestimmter Dicke (L) mit zumindest einer Lichtquelle (1) 
zur Aussendung eines monochromatischen Lichtstrahls (2) mit 
einer Wellenlange, fur welche das Material des Halbleiterbau- 
elements (12) zumindest teilweise transparent ist, und mit einem 
Strahlteiler (8) zum Auftrennen des Lichtstrahls (2) in einen 
Ref erenzstrahl (15) und einen Probenstrahl (16), und mit zu- 
mindest einem Detektionssystem (41) zum Aufnehmen der durch In- 
terf erenz des vom Halbleiterbauelement (12) ref lektierten 
Lichtstrahls (20) mit dem ref lektierten Ref erenzstrahl (25) 
erzeugten zweidimensionalen Bilder, wobei die Ruckseite (18) des 
Halbleiterbauelements (12) dem Probenstrahl (16) zugewandt ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Belastungseinrichtung (74) zum 
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Aussenden einer extemen Belastung fur das Halbleiterbauelement 
(12) vorgesehen ist, und dass welters ein Speicher (81), der 
eingangsseitig mit einem Ausgang des Detektionssystems (41) ver- 
bunden ist, zum Speichem zumindest zweier, in zeitlichen Ab- 
standen aufgenommenen Interf erenzbildem und eine Einrichtung 
(133), deren Eingang mit dem Ausgang des Speichers (81) ver- 
bunden ist, zum automatischen Vergleichen der Interf erenzbxlder 
unter unterschiedlichen Belastungen, vorgesehen ist. 

20 Einrichtung nach Anspruclx 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
vor der Lichtguelle (1) eine Einrichtung zur Adjustierung des 
Durchmessers des ausgesandten Lichtstrahls (2), beispielsweise 
ein strahlaufweiter (5) zur VergrSSerung des Durchmessers, ange- 
ordnet ist.. 

21 Einrichtung nach Anspruch 19 oder"20, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Belastungseinrichtung (74) mit einer Einrichtung 
(76) zur Steuerung der Lichtguelle (1) verbunden ist. 

22- Einrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass 
die steuereinrichtung (76) eine verz6gerungseinrichtung 
beinhaltet . 

23 Einrichtung nach einem der Anspruche 19 bis 22, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Detektionssystem (41) einen Strahlteiler 
(126) zum Aufspalten der Lichtstrahlen in einzelne Lichtstrahlen 
mit unterschiedlichen Lichtparametern und . zur Aufnahme der 
Bilder dieser einzelnen Lichtstrahlen jeweils eine Kamera (22) 
auf weist . 

24. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Strahlteiler (126) eine Polarisationseinrichtung (166) zum 
Aufspalten der Lichtstrahlen in einzelne Lichtstrahlen mit un- 
terschiedlicher Polarisation auf weist. 

25 Einrichtung nach Anspruch 23 Oder 24, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Strahlteiler (126) dikroide Strahlteiler (189) zum 
Aufspalten der Lichtstrahlen in einzelne Lichstrahlen mit ver- 
schiedenen Wellenlangen (X) aufweist. 
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26. Einrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass vor dem Halbleiterbauelement (12) ein 
Kollimator (10) zur Parallelisierung des Probenstxahls (16) 
angeordnet ist . 

27 Einrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 26, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass im Gang des Referenzstrahls (15) ein Abschwa- 
cher (26) angeordnet ist. 

28 Einrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 27, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Einrichtung zur veranderung der Lage des 
reflektierten Referenzstrahls (25) vorgesehen ist. welche durch 
eine Einrichtung zum Verkippen des Referenzspiegels (24) ge- 
bildet ist. 

29 Einrichtung nach einem der. Anspriiche 19 bis 28", dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Einrichtung (133) zum automatischen Ver- 
gleichen der zeitlich hintereinander auf genommenen 

inter ferenzbilder durch einen Rechner (80) gebildet ist. 

30. Einrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 29, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Lichtquelle (1) durch einen Laser ge- 
bildet ist. 

31. Einrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 30, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Detekt ions einrichtung (41) eine Kamera 
(22), beispielsweise eine Vidicon- oder CCD-Kamera beinhaltet. 

32. Einrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 31, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Detekt ionseinrichtung (41) einen 
zweidimensionalen Multielement-Detektor beinhaltet. 
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